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1.

IzraCunajte napetosti in toke bipolarnega tranzistorja v sledeCem vezju. (R: Ucp = 0V, lps =
0.808 pA, uporabimo 1. Ebers Mollov model: Ugg = 526.3 mV, Ucg =- 526.3 mV, Ic =-0.99

mA, Iz =-10 pA)

o = 0.99 le - Ug + lo

OR — 0.8 + E / +
les=1 pA UEE+ —— Ug UCB
IE =1 mA - IB
Ur=25.66 mV = =

S pomocjo narisanega poenostavljenega nadomestnega modela za bipolarni tranzistor pri
visokih frekvencah v aktivhem podro¢ju v orientaciji s skupnim emitorjem dolocite
admitanéna &etveropolna parametra y,, in Y, pri kotni frekvenci @ = 10’ rad/s. Enosmerni
emitorski tok tranzistorja v izbrani delovni tocki znasa Iz = 1 mA. (R: g. = |/Up = 38.97 mS,
Om = e, 1Z Vezja zapiSemo enacbo za Ib in razberemo Yi; = ge — Om + jaCge = 0.3897 mS +
1 mS)
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3. ZaJ-FET tranzistor z n kanalom (R: za prve tri tocke glej predavanja)

e nariSite elektri¢ni simbol,

e prereze strukture realnega tranzistorja,

¢ polje izhodnih karakteristik ip (Ups, Ugs parameter) s tipi¢nimi vrednostmi za Ugs,

¢ v polju izhodnih karakteristik oznac¢ite mejo med podro¢jem pod nasic¢enjem in
podro¢jem nasicenja ter zapisite njeno enacbo, (R: Upg o = Ugs - Up)

e nariSite nadomestni model za majhne nizkofrekvencne signale, ¢e se tranzistor nahaja v

podrocju nasicenja in izracunajte parametre tega modela.

(UGS =0 V, UP =—- 3V, IDSS =8 mA) (R 0n=9n=0x~= 0, 021 = dl[)g/dU(;g =5.33 mS)

4. V spodnjem vezju z MOS tranzistorjem dolo¢ite upor Rp tako, da bo napetost Upg enaka

Upp/2 (Upp = 12 V, Ugg = 4 V, Ur =2 V, mC = 1 mAV?, WIL = 2.0). (R: podrodje
nasicenja, Ugs = Ugg, Ips = lrp =4 mA, Urp =6 V, Rp = 1.5 kQ)




